






























































专利名称(译) 粘合剂晶片与牺牲隔离物结合以控制厚度变化
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外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种用于形成微器件阵列的方法和结构。在包括在稳定层中的稳
定柱阵列上形成微型器件阵列。图案化的牺牲间隔物形成在稳定柱之间
和微型器件之间。图案化的牺牲间隔物设置在图案化的牺牲间隔物上。
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